
ナノドット含有 Si薄膜の熱電特性に与える熱処理の影響 

Annealing effect on thermoelectric properties in Si films containing nanodots 

阪大院基礎工 1，CREST-JST2, 東北大 3, 東京都市大 4 

○(D)坂根 駿也 1, 渡辺 健太郎 1,2, 藤田 武志 2,3, Md. Mahfuz Alam4, 澤野 憲太郎 4,  

中村 芳明 1,2 

Osaka Univ.1, CREST-JST2, Tohoku Univ.3, Tokyo City Univ.4 

○Shunya Sakane1, Kentaro Watanabe1,2, Takeshi Fujita2,3, Md. Mahfuz Alam4,  

Kentarou Sawano4, Yoshiaki Nakamura1,2 

E-mail: shunyasakane111@s.ee.es.osaka-u.ac.jp 

【目的】我々は Siナノドット（ND）を連結させた構造を用いて熱伝導率の劇的な低減（バ

ルク単結晶 Siの 1/200）を示し[1]、また、エピタキシャル Ge NDを導入した Si薄膜を形

成することで、の低減と同時に電気伝導率維持に成功した[2, 3]。また、NDに-FeSi2や

-FeSi などを用いた Si 薄膜を形成し、歪効果やキャリア伝導機構が異なるために、ゼーベ

ック係数 Sが変化することを示した[4]。本研究では、本 Si薄膜ナノ構造において、熱電性

能向上の知見を得るために、熱処理を施して結晶性やナノ構造の変化を誘起し、その変化

が熱電特性に与える影響を詳細に調べることを目的とした。 

【実験方法】、Si清浄表面を 600 °C、酸素分圧 2×10-4 Paで 10分間熱酸化を行うことで、厚

さ 1原子層の極薄 Si酸化膜を形成した。その後、Si or Geを 1原子層だけ蒸着させることで

ナノ開口を形成した。その後、Si、Ge、或いは Feと Siの蒸着[4, 5, 6]を行うことで、各々

Si ND、Ge ND、或いは-FeSi2 NDを作製した。その後、ND上に Si層、極薄 Si酸化膜を形

成し、このプロセスを繰り返すことで、3 種類の ND 含有 Si 薄膜を作製した。その後、イ

オン注入法によって Pを薄膜中にドープし、活性化熱処理を 500-700 °Cで行った。 

【実験結果】反射電子（BSE）観察を行った結果、熱処理後の試

料においても ND/Si の積層構造が保たれていることを確認した

(Fig)。Raman分光法により結晶構造と結晶性の評価を行った。ま

た、熱電特性を評価した結果、-FeSi2 ND試料においては高温熱

処理により S が増大することを見出した。こうした一連の結

果から、構造変化と熱電特性の関係を議論し、発表する。 
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